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これは参考資料です。本資料での最終機器設計はしないでください。 

 

 

 

 

概要 

本資料は高周波半導体デバイスの最大定格および電気的特性の定義、概要(製品概要、動作原理 

など)を掲載した資料です。 
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最大定格および電気的特性 

 

1. 最大定格の定義 

半導体素子にとって、印加電圧や電流、温度、電力損失などは、動作機能を制限する大きな要因

となります。 

最大定格は、半導体素子を有効に動作させ、十分な信頼性を確保するために超えてはならない最

大許容値で、絶対最大定格として規定しています。 

絶対最大定格（以下、最大定格）とは、「瞬時たりとも超過してはならない限界値であり、どの

2つの項目も同時に達してはならない限界値」と定められています。最大定格を超えて使用した場

合、破壊や損傷および劣化の原因となり、破裂・燃焼による障害を負うことがあります。 
 

1.1.1. 最大定格 (スイッチ用ダイオードおよびショットキーバリアダイオード) 

(1)逆電圧  (VR) 

規定の周囲温度において、印加できる逆電圧の最大許容値です。 

 

(2)せん頭逆電圧  (VRM) 

規定の周囲温度において、印加できる逆電圧(直流+交流信号)の最大許容瞬時値です。 

 

(3)順電流  (IF) 

規定の周囲温度において、通電できる順電流の最大許容値です。 

通常は周囲温度の上昇により減少します。 

 

(4)接合温度  (Tj) 

動作における接合部の温度の最大許容値です。この値の範囲内で素子の順電流値、動作温度範囲を

設定する必要があります。 

 

(5)保存温度  (Tstg) 

非動作時に保存し得る周囲温度の許容範囲です。この値の範囲内での保存による特性の劣化がない

ことを保証しています。 
 

1.1.2. 最大定格 (可変容量ダイオード) 

(1)逆電圧  (VR) 

規定の周囲温度において、印加できる逆電圧の最大許容値です。 

 

(2)せん頭逆電圧 (VRM) 

規定の周囲温度において、印加できる逆電圧(直流+交流信号)の最大許容瞬時値です。 

 

(3)接合温度 (Tj) 

動作における接合部の温度の最大許容値です。この値の範囲内で素子の順電流値、動作温度範囲を

設定する必要があります。 

 

(4)保存温度 (Tstg) 

非動作時に保存し得る周囲温度の許容範囲です。この値の範囲内での保存による特性の劣化がない

ことを保証しています。 
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2. 電気的特性 

 

2.1. 電気的特性 (可変容量ダイオード) 

 

項  目 記   号 機    能    説   明 

逆電圧 VR 規定の逆電流を流したとき生じる逆電圧 

逆電流 IR 規定の逆電圧を印加したときに流れるリーク電流 

容量 C＊Ｖ 
規定の周波数において、規定の逆バイアス電圧(*

Ｖ)を印加したときの端子間の等価容量 

容量比 C＊
１
Ｖ/C＊

２
Ｖ 

逆バイアス電圧(*１Ｖ) における容量と*２Ｖに

おける容量との比率 

直列抵抗 rS 
規定の周波数において、規定の逆バイアス電圧を

印加したときの直列等価抵抗 

性能指数 Q 
規定の周波数において、規定の逆バイアス電圧を

印加したときの性能指数 

 

 

2.2. 電気的特性 (スイッチ用ダイオード) 

 

項  目 記   号 機    能    説   明 

逆電圧 VR 規定の逆電流を流したときに生じる電圧 

逆電流 IR 規定の逆電圧を印加したときに流れるリーク電流 

順電圧 VF 規定の順電流を流したときに生じる端子間電圧 

容量 CT 
規定の周波数において、規定の逆バイアス電圧を
印加したときの端子間の等価容量 

直列抵抗 rＳ 
規定の周波数において、規定の順電流を流したと
きの直列等価抵抗 

少数キャリア寿命時間 τ 
規定の順電流を通電後、直ちに規定の逆電流を通
電したときの少数キャリア寿命時間 

 

 

2.3. 電気的特性 (ショットキーバリアダイオード) 

 

項  目 記   号 機    能    説   明 

逆電圧 VR 規定の逆電流を流したときに生じる電圧 

逆電流 IR 規定の逆電圧を印加したときに流れるリーク電流 

順電圧 VF 規定の順電流を流したときに生じる端子間電圧 

順電流 IF 規定の逆電圧を印加したときに流れる順電流 

容量 CT 
規定の周波数において、規定の逆バイアス電圧を

印加したときの端子間の等価容量 
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解説 

 

3. 高周波用ダイオード 

 

3.1.1. 可変容量ダイオード 

可変容量ダイオード(variable capacitance diode)は一般にバリキャップダイオードと呼ばれ、

整流用ダイオード, スイッチングダイオードのように PN 接合の整流作用を利用したもの、定電圧

ダイオードのようにツェナー降下、アバランシェ降下を利用したものと異なり、ダイオードの PN

接合容量が逆バイアス電圧により変化することを利用したものです。 

この可変容量ダイオードを使用した TVチューナ、FM/AMチューナなどは、機器の小型 ･ 薄形 ･ 

軽量化が可能です。 

 
 

3.1.2. 可変容量ダイオードの基本動作原理 

PN 接合ダイオードを逆バイアスすると、この逆バイアス電圧 VRにより空乏層が変化します。PN接

接合容量は、空乏層の領域により異なります。 

空乏層領域が広いと容量は小さくなり、逆に空乏層領域が狭いと容量は大きくなります。 

つまり、可変容量ダイオードは逆バイアス電圧 VRにより空乏層を変化させ、この空乏層の変化で

接合容量が変化します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1 動作説明図 
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3.1.3. 可変容量ダイオードの等価回路 

可変容量ダイオードを等価回路で表すと、図 3.2のようになります。 

 

 

 

                       Cj    : 接合容量 

                       rs    : 直列抵抗 

                       Rpj    : 接合部損失抵抗 

                       RP-case   : ケース部損失抵抗 

                            (ケースに使用する樹脂の tanδによる。) 

                       CP-case   : ケース容量 

                       LS    : リードインダクタンス 

 

 

 

 

使用周波数が低い場合にはリードインダクタンス LSは無視でき、また、接合容量 Cjが大きい場合に

はケース容量 CP-caseは無視できる程度の値です。 

 

3.1.4. 可変容量ダイオードの種類と特徴 

可変容量ダイオードは不純物濃度分布により、傾斜接合形、段階接合形、超階段接合形の 3つに大別

できます。これを表 3.1に示します。 

ここで、nは容量(C)–逆電圧 (VR)特性の傾斜を決める係数で 

 

C = K (VR + φ)-n   ……………………………………………… (1) 

K: 不純物濃度、誘電率、接合面積により決まる定数 

φ: 拡散電位 

 

の関係があります。 

 

表 3.1 可変容量ダイオードの種類と特徴 

分類 不純物濃度分布 
𝟏

𝒏
  主用途 特徴 

傾 斜 接 合 形 

 

1

3
  

汎用 

スイッチング用 

容量の可変範囲が狭く、可変容量ダイオ

ードとしてほとんど使用されない。 

階 段 接 合 形 

 

1

2
  

AFC 用 

同調用 

変調用 

C–V カーブの安定性が良く、同調用とし
て使用する場合でもペアリングが不要。 
しかし、容量変化比が小さく、高い制御

電圧が必要。 

超 階 段 接 合 形 

 

1

2
 以上 同調用 

使用電圧範囲が狭くても容量変化比を

大きくすることができるが、反面、拡散

行程が多く必要で、C-V カーブの安定性

が悪い。 

 

図 3.2 可変容量ダイオードの等価回路 
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3.1.5. 可変容量ダイオードの基本パラメータ 

VR: 逆電圧 

可変容量ダイオードの逆バイアス状態における印加許容電圧 

 

CT: 端子間容量 

図 3.2の等価回路で示すアノード・カソード間の総容量 

  

C3V: VR=3 Vの端子間容量 (C9V，C25Vなど同様) 

C3V/C9V: VR =3 V，9 V の端子間容量比 (同調用可変容量ダイオードに用いる) 

 

K: 容量比 

  K = 
(各電圧における端子間容量)−(基準電圧における端子間容量)

基準電圧における端子間容量
 

(AFC用可変容量ダイオードに用いる) 

 

Q: 性能指数 

回路もしくはある物質において、抵抗成分で消費されるエネルギーに対して蓄積されるエネルギーの

比をいいます。 

図 3.2の等価回路においてリードインダクタンス LS、ケース容量 CP-caseを無視すると 

 

Q =
1

ωCjrS+ (
1

RPj
+

1

RP−case
)/ωCj

   …………………………… (2) 

で表すことができます。 

一般には、 

 

Q = 
1

ωCjrS
  ……………………………………………………… (3) 

で表します。 

rs: 直列抵抗 

 

性能指数 Q を表す 1つのパラメータで、次式で表すことができます。 

 

rS = 
1

Sj
∫

dx

 qμnN(x)
+

1

Sj
∫

dx

qμpP(x)    
+ RC     ………………… (4) 

Sj :  接合面積, µn:  電子の移動度, µp: ホールの移動度,  

N (x) :  N側の不純物濃度分布, P (x): P側の不純物濃度分布, 

RC :  コンタクト抵抗 

 

マッチング: 

同調用可変容量ダイオードの場合、同一チューナに使用する可変容量ダイオードは特性のそろったも

のでなければなりません。 

これは、チューナのトラッキングを保証するため必要で、各逆電圧 VRにおける端子間容量のペアー偏

差は 3 %以下が一般的です。 
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3.1.6. 容量の電圧依存性 

不純物濃度分布により、可変容量ダイオードは傾斜接合形, 階段接合形, 超階段接合形に大別するこ

とができます。 

N 形不純物分布がある関数で与えられると、 

 

 E = ∫
qN(x)

εrε0
dx  ………………………………………………… (5) 

 V = − ∫ E(x) dx   ………………………………………………… (6) 

 Cj = 
𝜀𝑟𝜀0𝑆𝑗

𝑥
   ………………………………………………………… (7) 

ε0: 真空中の誘電率 

εr: 比誘電率 で表すことができます。 

また、容量–逆電圧の関係は、前述のとおり、C = K (VR + φ)-n で表すことができ、傾斜接合形の場合 

n=1/3, 階段接合形の場合 n=1/2、そして超階段接合形の場合 n=1/2以上となります。 

 

3.1.7. 容量の温度圧依存性 

可変容量ダイオードの容量温度変化は、①拡散電位の温度変化, ②誘電率の温度変化に起因します。

これは次式で表すことができます。 

 
1

Cj
∙

∂Cj

∂T
=

1

K
∙

dK

dT
−

n

VR+φ    
∙

dφ

dT
  ……………………………………… (8) 

ここで、第 1項の誘電率の温度変化はシリコンの場合約 35ppm/°C です。  

また、第 2項拡散電位の温度変化は約−2 mV/°Cです。 

可変容量ダイオードにおいて、容量の電圧依存性がある以上、容量の温度依存性をまったくなくすこと

は不可能です。しかし、同じ容量比を得る場合、ある逆電圧 VRにおける nの選び方により、容量の温度

依存性はある程度小さくすることができます。 

 

3.1.8. 交流信号電圧による平均容量の変動 

可変容量ダイオードは PNの接合の逆バイアス電圧を変えることにより、空乏層を変化させ、この空

乏層の変化が接合容量の変化となることを利用したものです。従って、図 3.3のようにある直流バイア

ス電圧の上に交流信号が乗った状態では、この交流信号の影響で空乏層が変化します。 

このため、この交流信号を印加したときの容量と、そうでないときの容量とでは容量の平均値が異なり

ます。 

これは(1)式で示す容量と逆電圧との関係が一般に一次関数とならないためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.3 容量–逆電圧における容量変動の図解 
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平均容量の変動は次式で表すことができます。 

 
Cjac

CjDC 
=

1

2π
∫ (1 +

v sin ωt

VR+φ    
) d(ωt) 

−n2π

0
  ……………………………… (9) 

Cjac :  交流信号印加時の容量  

CjDC : 直流バイアス印加時の容量  

υsinωt: 交流信号レベル 

 

容量の変動率∆Cは 

 

ΔC =
Cjac−CjDC

CjDC
×100(%)  ………………………………………… (10) 

Cjac =
1

2π
∫ K(VR + φ + v sin ωt) d 

−n (ωt)
2π

0
      ……………… (11) 

 

となります。 

なお、(9)~(11) 式は nが一定と近似し得る区間でのみ成立し、超階段接合形のように nが逆電圧

により変化する場合は注意が必要です。 

可変容量ダイオードにおいては、容量の温度依存性同様、交流信号電圧による平均容量の変動をま

ったくなくすことは不可能です。 

しかし、同じ容量変化比を取るにしても、ある逆電圧 VRにおける nの選定法により、ある程度小さ

くすることはできます。 

 

 

3.1.9. Qの電圧，周波数依存性 

性能指数 Qが逆電圧により変化するのは、接合容量 Cj，直列抵抗 rs が変化するためです。しか

し、直列抵抗 rsの変化に比べ、接合容量 Cjの変化の方がはるかに大きいため、Qの電圧依存性は

接合容量 Cjの電圧依存性が支配的です。 

Qの周波数依存性例は(3)式より、直列抵抗 rsが一定の場合、周波数に逆比例します。 

周波数が高くなると、リードインダクタンス LSの影響やケース部損失抵抗 RP-caseの影響を受け Qが

低下することがあります。 
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3.1.10. 可変容量ダイオードの同調回路への応用 

可変容量ダイオードのバイアス法 

電子チューナにおいては、可変容量ダイオードに直流電圧を加える必要があります。そのバイアス方

法を下記に示します。 

 

表 3.2 可変容量ダイオードのバイアス法 

 バイアス回路例 (1) バイアス回路例 (2) 

回 
 

路 

 
 
 
 
 
 
 

C1, C2 » C 

 
 
 
 
 
 
 

C1, C2 » C 

回 
 

路 
 

の 
 
Q 

C1 = C2 = 0.1μF , R = 100 kΩ 

ω = 1/√LC 

Lの Qを QLとし、バリキャップ Cの Qを QC

とすると、回路 Qは下式となります。 

 Q =
 QCQL     

QC+QL
  ………………..(2-1) 

C1が Cに比べ非常に大きい。Rは C，Lに並
列に加わらないので、回路 Qは Rの影響を
受けない。従って、Rは、からなずしも大き
くする必要はありません。 

C1 = C2 = 0.1μF , R = 100 kΩ 

ω = 1/√LC 

Lの Qを QLとし、バリキャップ Cの Q を QC

とすると、回路 Qは下式となります。 

 Q =
1

1

QC
+

1

QL
+

1

R
√

1

C

  ………………..(2-2) 

Rは、C，Lに並列に加わるので(2-2)式のと
おり回路 Qは Rの影響を受け低下します。
特に Cが小さいとき Rの影響を受けます。 

 
推
奨
回
路
段 
 

回路の高 Qを必要とするステージに適して
います。 
 
(例) 
AMチューナ/アンテナ回路, RF 
FMチューナ/アンテナ回路, RF, OSC 

回路の高 Qを必要としないステージ、もし
くは、わざと Qを低下させるステージに適
しています。 
 
(例) 
AM チューナ/OSC 

 

可変容量ダイオードのバイアス法を表 3.2 に 2例示しましたが、使用ステージにより選択すれ

ば、非常に有効です。また、その他注意事項としては、バイアス用抵抗 Rは、リーク電流を考慮す

ると、200 kΩ以下が適当と考えられます。 

 

トラッキング回路の定数の決定 

スーパー･ヘテロダイン方式のチューナは、受信周波数 fsと局部発振周波数 f0 により、中間周

波数 fIFを作り出します。fs, f0, fIFの関係は、次式となります。 

 

fIF = ⎪f0 − fs⎪  ……………………………………………………… (2-3) 

AM: fIF = 450 kHz (PLL IC との結合を考慮)  

FM: fIF = 10.7 MHz 

 

FMチューナについては、従来のバリコン使用の回路において、バリコンと可変容量ダイオードを置

き換えるだけなので、トラッキング回路も回路定数の決定も従来どおり行うことができます。 

AMチューナについては、従来のトラッキング･レス･バリコン使用の回路に比べると、アンテナ同調

回路、RF同調回路は同じですが、局部発振回路は異なります。トラッキング・レス・バリコンの場
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合、ある Lに対し (2-3) 式を満足すべく、アンテナ，RF同調用の容量対回転角特性を基準に局部発振

用の容量対回転角特性を変えています。可変容量ダイオードの容量対電圧特性は各使用段とも同じで

あるため、(2-3)式を満足させるために局部発振回路に工夫が必要です。  
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以下、代表的な回路例を用い、定数を求める計算式を示します。 

 

(1) FMトラッキング回路定数の計算 

ここでは、LC共振回路を等価回路に置き換え、下記の条件により 2点トラッキング回路定数の計

算を示します。2点トラッキングは、受信周波数のうち 2点(一般に最大と最小周波数)でだけ FIFが

10.7 MHzになるよう調整します。 
 

(a)可変容量ダイオードの使用電圧範囲 : VT = Vmin ～ Vmax 
(b)可変容量ダイオードの容量変化範囲 : C = Cmax (atVmin) ～ Cmin (atVmax) 

なお、各段に使用される可変容量ダイオードの C－VT特性は、すべて同一とする。 

(c)受信周波数範囲 : fsmin (atCmax) ～ fsmax (atCmin) 

(d)局部発振周波数範囲 : f0min (atCmax) ～ f0max (atCmin)  

なお、f0min = fsmin ± 10.7 MHz, f0max = fsmax = f0max ± 10.7 MHz  

(ただし日本は－、米・欧は+) 
 

表 3.3 チューナの 2点トラッキング回路定数の計算 

 アンテナ･RF 回路 局部発振回路 

等
価
回
路 

 
 
 
 
 
 
C1: 調整用トリマ容量, 回路容量および能
動素子容量などのトータル容量です。 

 
 
 
 
 
 
C2: 調整用トリマ容量, 回路容量および能
動素子容量などのトータル容量です。 

回
路
定
数
の
計
算
式 

  fS =
1

2π√L1 (C+C1)    
  …………… (2-4) 

従って 

  (
fSmax 

fSmin 
)

2

=
Cmax+C1

Cmin+C1
  ………… (2-5) 

ゆえに 

  C1 =
Cmax−(

fSmax 

fSmin 
)

2

Cmin

(
fSmax 

fSmin 
)

2

−1

 ……… (2-6) 

また 

  L1 =
1

 4π2fSmax2(Cmin+C1)
 ……… (2-7) 

 

  f0 =
1

2π√L2 (C+C2)    
 ……………… (2-8) 

従って 

  (
f0max 

f0min 
)

2

=
Cmax+C2

Cmin+C2
  ………… (2-9) 

ただし[f0max= fSmax±fIF  
f0min=fSmin±fIF

 

ゆえに 

  C2 =
Cmax−(

f0max 

f0min 
)

2

Cmin

(
f0max 

f0min 
)

2

−1

 ………(2-10) 

また 

  L2 =
1

 4π2f0max2(Cmin+C2)
 ………(2-11) 

 

回
路
定
数
の
計
算
例 
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(2) AM (中波)トラッキング回路定数の計算 

AM 中波は、FMに比べ受信周波数の変化比が大きい。そのため、2点トラッキングでは、fIFが 450 kHz

波から非常にずれる部分が生じます。そこで、パディング･コンデンサ法による 3点トラッキングを行

います。3点トラッキングは、受信周波数内の大･中･小の 3点でのみ fIFが 450 kHzに一致し、ほかの周

波数では若干ずれます。しかし、これは実装上問題になるレベルではありません。以下、下記条件にも

とづき、トラッキング回路定数の計算を示します。 

 

(a)可変容量ダイオードの使用電圧範囲     : VT = Vmin ～ Vmax 

(b)可変容量ダイオードの容量変化範囲     : C = Cmin (atVmax) ～ Cmax (atVmin) 

なお、各段に使用される可変容量ダイオード の C–VT特性は、すべて同一とする。 

(c)受信周波数範囲              : fs = fsmin ～ fsmax 

(d)局部発振周波数範囲            : f0 = f0min ～ f0max 

(e)受信用波数の 3点トラッキングポイント   : fs1 (atCs1), fs2 (atCs2),fs3 (atCs3) 

(f)局部発振周波数の 3 点トラッキングポイント: f01 (atCs1), f02 (atCs2),f03 (atCs3) 

f01 = fs1 + 450 kHz  

f02 = fs2 + 450 kHz  

f03 = fs3 + 450 kHz 

 

表 3.4 AM (中波)チューナの 3点トラッキング回路定数の計算 

 アンテナ･RF 回路 局部発振回路 

等

価

回

路 

 

 

 

 

C1: 調整用トリマ容量, 回路容量および能動素子容量

などの トータル容量です。 

 

 

 

 

CP:  パディング容量 

C2: 調整用トリマ容量, 回路容量および能動素子容

量などのトータル容量です。 

回

路

定

数

の

計

算

式 

  fS =
1

2π√L1 (C+C1)    
  …………… (2-12) 

従って 

  (
fSmax 

fSmin 
)

2

=
Cmax+C1

Cmin+C1
  ………… (2-13) 

ゆえに 

  C1 =
Cmax−(

fSmax 

fSmin 
)

2

Cmin

(
fSmax 

fSmin 
)

2

−1

 ……… (2-14) 

また 

  L1 =
1

 4π2fSmax2(Cmin+C1)
 ……… (2-15) 

 

 

  f0k =
1

2π√L2
 CP (Csk+C2)    

Csk+C2+CP
 

 ………… (2-16) 

また 

  Csk  =
1

4π2fsk
2L1

− C1 …………… (2-17) 

  (ただし、k=1,2,3) 
ゆえに 

 C2 =
(f01

2−f02
2)CS1CS2+(f02

2−f03
2)CS2CS3 +

(f01
2−f02

2)CS3+(f02
2−f03

2)CS3+  
 

   
(f03

2−f01
2)CS1CS3

(f03
2−f01

2)CS2
   ……………… (2-18) 

 CP =
(f02

2−f01
2)(𝐶𝑆2+𝐶𝑆1)(𝐶2+𝐶𝑆2)⬚

(f01
2−f02

2)C2+f01
2𝐶𝑆1−f02

2CS2   
 … (2-19) 

また、 

 L2 =
CS1+C2+CP      

4π2f01
2CP(C2+CS1)

  …………… (2-20) 

回

路

定

数

の

計

算

例 
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3.1.11. PIN ダイオード 

一般の PN接合ダイオードの間に真性半導体である I 層を設け PIN 接合としたのが PINダイオー

ドです。PIN ダイオードは PIN接合の順方向電流を制御することにより高周波直列抵抗 rsを変化さ

せることができる高周波可変抵抗素子で、マイクロ波の回線切り替え, テレビ･ラジオのバンド切

り替え, AGCなど多種用途に使用されます。 

 

3.1.12. PIN ダイオードの動作原理と構造図 

PIN ダイオードに図 3.4のような順バイアス電圧を印加すると I層内に電子，正孔の注入が行わ

れます。この注入された電子，正孔は再結合し、順方向電流となるものと、I層内に蓄積されるものと

があります。I層内に蓄積された電子，正孔は I層の導電率を上げ、高周波における直列抵抗 rsを低

下させ、高周波可変変抵抗素子としての動作をします。 

図 3.5に PINダイオードの構造図を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.4 動作説明図 

図 3.5 構造図 



高周波半導体デバイス使用上の注意点 

アプリケーションノート 

16          2025-05-23 
Rev.1.0 

© 2014 - 2025 

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation 

 

PIN ダイオードの基本パラメータ 

 

rs: 直列抵抗 

順バイアスにおける PINダイオードの直列抵抗 rsは、 

rs = ri + rc   ………………………………………………………………………… (1) 

ri: I層の抵抗 

rc: 半導体接触抵抗と表すことができます。 

 

ri =
l2

IFτ (μe+μh)        
  ……………………………………………………… (2) 

l : I 層の厚さ  

IF : 直流電流 

µe : 電子のドリフト移動度 

µh: 正孔のドリフト移動度 

τ : I層におけるキャリアのライフタイム 

    

rc =
ρn

+ln
+ ρP+lP+

A
+

ρcn
+

A
+

ρcP+

A
  

=
ρc̅̅ ̅

A
  …………………………………………………………………… (3) 

 

  ρn
+ ，ρP+    ： n+とP+の層の比抵抗 

  ln
+ ，lP

+
    ： n+とP+の層の比抵抗 

  ρcn
+       ： メタルとn+層の固有接触抵抗 

  ρcP+      ： メタルとP+層の固有接触抵抗 

  ρcP+      ： メタルとP+層の固有接触抵抗 

  ρc̅      ： 全等価固有接触抵抗 
  A        ： ダイオードの面積 

 

(1)式に(2), (3)式を代入すると、(4)式が得られます。 

rs =
l2

IFτ(μe+μh)        
+

ρc̅̅ ̅

A
  ……………………………………………… (4) 

CT: 端子間容量  

アノード･カソード間の総容量で接合容量とケース容量が支配的です。 
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3.1.13. 応用回路例 

 

図 3.6はπ型アッテネータ、図 3.7は高周波スイッチ回路例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6 π型アッテネータ 

図 3.7 高周波スイッチ 
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3.1.14. ショットキーバリアダイオード 

金属と半導体の接触による整流性を利用したダイオードで、ショットキーが提唱したものであるた

め、 ショットキーバリアダイオードと呼ばれます。 

蒸着した金属と N形エピタキシャル層との間にショットキー障壁を作るのが特徴です。 ショットキ

ー障壁を作る代表的な金属はモリブデン(Mo)，チタン(Ti)などです。ショットキーバリアダイオードは

立ち上がり電圧が Geダイオード同様と小さく、しかも点接触ダイオードのように針圧などの複雑なフ

ァクタがないため、製造上取り扱いやすくなっています。 

 

 

このダイオードは主として UHF帯以上での混合回路, 検波回路に使用され、点接触型より雑音指数に

優れ、かつ機械的･電気的にも強いという信頼性上の利点があります。図 3.8にショットキーバリアダ

イオードの構造図を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

図 3.8 ショットキーバリアダイオード構造図 
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製品取り扱い上のお願い 

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。 

本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。 

· 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。 

· 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本
資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。 

· 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があ
ります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないよう
に、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行うことをお願
いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプ
リケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書
などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な
内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステ
ム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。 

· 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨
大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）
に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機
器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種
安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途
に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイト
のお問い合わせフォームからお問い合わせください。 

· 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。 

· 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはでき
ません。 

· 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及
び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。 

· 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関し
て、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性
の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。 

· 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいは
その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸
出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。 

· 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製
品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の
上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し
て、当社は一切の責任を負いかねます。 

 

 

 

 

 

 

 

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/ 

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/
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